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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝，包括：
第一半導體晶片，包括第一半導體層、第一貫穿電極、第一接合接墊及第一絕緣接合

層，所述第一貫穿電極在垂直方向上穿透所述第一半導體層，所述第一接合接墊連接至

所述第一貫穿電極，所述第一絕緣接合層位於所述第一接合接墊的側表面上；以及

第二半導體晶片，位於所述第一半導體晶片上並且包括第二半導體層、第二接合接墊及

第二絕緣接合層，所述第二接合接墊位於所述第二半導體層下方且接合至所述第一接合

接墊，所述第二絕緣接合層位於所述第二接合接墊的側表面上且接合至所述第一絕緣接

合層，

其中所述第一絕緣接合層包含第一絕緣材料，

所述第二絕緣接合層包括第一絕緣層及位於所述第一絕緣層上的第二絕緣層，所述第一

絕緣層與所述第一絕緣接合層形成接合介面，

所述第一絕緣層包含與所述第一絕緣材料不同的第二絕緣材料，

所述第二絕緣層包含與所述第二絕緣材料不同的第三絕緣材料，且

其中所述第二絕緣層包括多個絕緣層。

2.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第三絕緣材料不同於所述第一絕緣材料。
3.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第一絕緣接合層具有多孔結構，所述多孔結構
中較所述第二絕緣接合層包括更大數目的孔。

4.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第一絕緣材料是氧化矽，
所述第二絕緣材料是碳氮氧化矽，且

所述第三絕緣材料是碳氮化矽或氧化矽。

5.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第二絕緣層的所述多個絕緣層中的一些絕緣層
包含所述第三絕緣材料，且所述第二絕緣層的所述多個絕緣層中的另一絕緣層包含與所

述第三絕緣材料不同的第四絕緣材料。
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6.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第一接合接墊具有第一寬度及第一厚度，且所
述第二接合接墊具有小於所述第一寬度的第二寬度及大於所述第一厚度的第二厚度。

7.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中：
所述第二半導體晶片更包括位於所述第二半導體層與所述第二接合接墊之間的裝置層，

且

所述裝置層包括內連線層、層間絕緣層及內連線接墊，所述層間絕緣層位於所述內連線

層的側表面上，所述內連線接墊將所述內連線層電性連接至所述第二接合接墊。

8.　如請求項 7所述的半導體封裝，其中所述層間絕緣層包含四乙基正矽酸鹽。
9.　如請求項 7所述的半導體封裝，其中所述第二接合接墊容納於所述內連線接墊的下部部
分中的凹槽中。

10.   如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第一接合接墊的中心軸在水平方向上自所述第
二接合接墊的中心軸偏移。

11.   如請求項 1所述的半導體封裝，其中
所述第二半導體晶片包括在所述垂直方向上堆疊於所述第一半導體晶片上的多個第二半

導體晶片，

所述多個第二半導體晶片中的每一者包括後絕緣接合層及前絕緣接合層，且

所述後絕緣接合層的材料不同於所述前絕緣接合層的材料。

12.   一種半導體封裝，包括：
第一結構及位於所述第一結構上的第二結構，

其中所述第一結構包括：

第一半導體層，包括第一前表面及相對的第一後表面；

第一裝置層，位於所述第一半導體層的所述第一前表面上且包括第一內連線層；

第一貫穿電極，穿透所述第一半導體層且連接至所述第一裝置層的所述第一內連線層；

以及

第一接合結構，包括第一接合接墊及位於所述第一接合接墊的側表面上的第一絕緣接合

層，所述第一接合接墊位於所述第一半導體層的所述第一後表面上且連接至所述第一貫

穿電極，並且

所述第二結構包括：

第二半導體層，具有第二前表面及相對的第二後表面；

第二裝置層，位於所述第二半導體層的所述第二前表面上且包括第二內連線層；以及

第二接合結構，包括第二接合接墊及第二絕緣接合層，所述第二接合接墊位於所述第二

裝置層下方且接合至所述第一接合接墊並與所述第一接合接墊直接接觸，所述第二絕緣

接合層與所述第一絕緣接合層直接接觸且接合至所述第一絕緣接合層，

其中彼此接合以形成接合介面的一部分的所述第一接合接墊與所述第二接合接墊具有不

對稱結構，在所述不對稱結構中所述第一接合接墊與所述第二接合接墊的寬度及厚度中

的至少一者不同，並且

彼此接合以形成所述接合介面的一部分的所述第一絕緣接合層與所述第二絕緣接合層包

含不同的材料。

13.   如請求項 12所述的半導體封裝，其中
所述第一絕緣接合層包含第一絕緣材料，

所述第二絕緣接合層包括第一絕緣層及位於所述第一絕緣層上的第二絕緣層，所述第一

絕緣層接合至所述第一絕緣接合層，且

所述第一絕緣層包含與所述第一絕緣材料不同的第二絕緣材料。

(2)
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14.   如請求項 13所述的半導體封裝，其中所述第二絕緣層包含與所述第二絕緣材料不同的第
三絕緣材料。

15.   如請求項 14所述的半導體封裝，其中所述第一絕緣材料是氧化矽，所述第二絕緣材料是
碳氮氧化矽，且所述第三絕緣材料是碳氮化矽。

16.   一種半導體封裝，包括：
第一結構及位於所述第一結構上的第二結構，

其中所述第二結構包括堆疊於所述第一結構上的多個半導體晶片，且

所述第二結構的所述多個半導體晶片中的每一者包括：

半導體層；

貫穿電極，在垂直方向上穿透所述半導體層；

裝置層，連接至所述貫穿電極的第一端；

後接合結構，連接至所述貫穿電極的相對的第二端；以及

前接合結構，位於所述裝置層下方，

其中在所述第二結構的所述多個半導體晶片之中，下部半導體晶片的所述後接合結構直

接接合至上部半導體晶片的所述前接合結構且堆疊於所述上部半導體晶片的所述前接合

結構上，

所述前接合結構的最外絕緣層與所述後接合結構的最外絕緣層包含不同的材料，並且

其中所述前接合結構的所述最外絕緣層包括包含碳氮氧化矽的第一絕緣層及包含碳氮化

矽的第二絕緣層。

17.   如請求項 16所述的半導體封裝，其中所述後接合結構的所述最外絕緣層包含氧化矽，且
所述後接合結構的所述最外絕緣層的所述氧化矽直接接觸所述前接合結構的所述最外絕

緣層的所述碳氮氧化矽。

18.   如請求項 16所述的半導體封裝，其中
所述裝置層包括：

電晶體，包括閘電極、閘極介電層及雜質區，所述閘極介電層位於所述閘電極與所述半

導體層之間，所述雜質區位於所述閘電極的兩側上的所述半導體層上；以及

內連線層，將所述電晶體電性連接至所述貫穿電極。

圖式簡單說明

結合附圖閱讀以下詳細說明，將更清晰地理解本發明概念的以上及其他態樣、特徵及優

點，在附圖中：

圖 1是示出根據本發明概念實施例的半導體封裝的剖視圖。
圖 2至圖 8是示出根據本發明概念實施例的半導體封裝的局部放大圖。
圖 9是示出根據本發明概念實施例的半導體封裝的剖視圖。
圖 10是示出根據本發明概念實施例的半導體封裝的剖視圖。
圖 11是示出根據本發明概念實施例的半導體封裝的剖視圖。
圖 12是示出根據本發明概念實施例的製造半導體封裝的方法的順序製程的流程圖。
圖 13示出第一結構與第二結構的接合製程以示出根據本發明概念實施例的製造半導體封裝的
方法。

圖 14A至圖 14H是依序示出根據本發明概念實例性實施例的製造半導體晶片的順序製程的剖
視圖。

圖 15至圖 17是示出將參照圖 14A至圖 14H製造的半導體晶片接合於晶圓上的製程的剖視
圖。
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